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В современной модели топологического кондо-изолятора [1] экзотическое основное состояние узкозонного полупроводника SmB6 (Eg(19 мэВ) [2] принято связывать с формированием поверхностных дираковских фермионов. Киральность 2D состояний защищена топологическим инвариантом гибридизационной щели между 4f- и 5d-зонами, который обращается в ноль одновременно с закрытием щели вблизи 100-150 K [3-4]. Однако общепринятый подход не объясняет заметного разброса температур, отвечающих инверсиям знака магнитосопротивления (TR(30 K [5]), эффекта Холла (TH(58 K [6]) и коэффициента термоэдс (TS(188 K [7]). Таким образом, исследования объемного зарядового транспорта в SmB6 при промежуточных температурах крайне важны как для анализа эволюции параметров зонной структуры, так и для выяснения механизмов, определяющих закрытие гибридизационной щели.
В работе выполнены исследования эффекта Холла в монокристаллических образцах SmB6 при температурах 2-300 K в магнитных полях до 8 Тл. Показано, что инверсия знака холловского сопротивления связана с переходом от электронной проводимости (15 K<T<50 K) с активационной асимптотикой коэффициента Холла –RH~exp(-Eg/2kBT) к высокотемпературному поведению (T>150 K), определяемому дырочными носителями заряда с приведенной концентрацией  p/pSm(0.5-1 и подвижностью (Hh=+3,8(1,0 см2/(В(с). Уменьшение подвижности электронов при T>60 K согласуется с ростом средней валентности ионов Sm [8]. Напротив, при T>40 K подвижность дырок растет по закону 
(Hh~T-(exp(-(/kBT) с параметрами ((5/4 и ((10,3 мэВ. Корреляция значений ( и частоты квазилокальной фононной моды колебаний ионов Sm (0=9,8(0,1 мэВ [9] указывает на сильное взаимодействие носителей заряда и возбуждений решетки, которое необходимо учитывать при анализе электронных свойств этого узкозонного полупроводника в рамках существующих моделей.
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